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 ଴ுݒ ൌ ஽஽ݒ െ ்ܸ ଶ

 ଴௅ݒ ൌ 1,17ܸ
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 En aplicaciones dinámicas ݅஽ ݐ ൌ ஽ܫ ൅ ݅ௗሺݐሻ
 Polarizado en saturación para aplicaciones de aplicación
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 Se deben incluir efectos capacitivos debidos a las uniones y al óxido de
puerta.

 El D/S con el sustrato forman dos uniones P‐N en inversa
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